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r J MOBILIDADE HALL E CONCENTRAQAO DE PORTADORES EM FILMES SEMICONDUTORES GaAs:Si CRESCI-

DOS POR MBE - A.M. Ceschin, A.C. Notari, E. Manzoli, B. §haragpe e M. Siu Li - Instituto de Fisi-
ca e Quimica de Sao Carlos - USP. o '

Filmes semicondutores de GaAs:SI / GaAs foram crescidos por epitaxia por feixe mole-
cular (MBE), com espessuras de 1 a 2 u. Medidas de efeito Hall e condutividade eletrica indicaram
a presenca de concentracao de portadores na faixa de 1018 a 1015 em3. 1sto foi conseguido varian-
do-se apenas a temperatura da célula de efusao do Si (1300° - 1000°C), com a temperatutg do_ subs-
trato mantida a 600°C. Uma das amostras apresenta concentragao de portadores de 1018 cn™3 e uma
mobilidade de 1500 cm? V-1s-1 3 temperatura de 77 K. Acompanhando a morfologia da amostra e estes
resultados, mostramos a viabilidade de nosso sistema de MBE.
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